
第
一
〇
四
回
日
本
学
士
院
受
賞
者
略
歴

恩

賜

賞

日
本
学
士
院
賞
　
受
賞
者
　
　
赤あ

か

　
﨑さ

き

　
　
　
勇

い
さ
む

　

専
攻
学
科
目
　
半
導
体
工
学

生
　
年
　
月
　
昭
和
　
四
年
　
一
月

略
　
　
　
歴
　
昭
和
二
七
年
　
三
月
　
　
京
都
大
学
理
学
部
化
学
科
卒
業

　
　
　
　
　
　
同
　
二
七
年
　
四
月
　
　
神
戸
工
業
（
株
）
入
社

　
　
　
　
　
　
同
　
三
四
年
　
四
月
　
　
名
古
屋
大
学
工
学
部
助
手

　
　
　
　
　
　
同
　
三
九
年
　
二
月
　
　
名
古
屋
大
学
工
学
部
講
師

　
　
　
　
　
　
同
　
三
九
年
　
三
月
　
　
工
学
博
士

　
　
　
　
　
　
同
　
三
九
年
　
四
月
　
　
名
古
屋
大
学
工
学
部
助
教
授

　
　
　
　
　
　
同
　
三
九
年
　
四
月
　
　
松
下
電
器
産
業
（
株
）
東
京
研
究
所
基
礎
第
四
研
究
室
長
、
同
半
導
体
部
長

一



　
　
　
　
　
　
同
　
五
六
年
　
八
月
　
　
名
古
屋
大
学
工
学
部
教
授
（
平
成
四
年
三
月
ま
で
）

　
　
　
　
　
　
同
　
六
二
年
　
三
月
　
　
新
技
術
開
発
事
業
団
「G

aN

系
青
色
発
光
ダ
イ
オ
ー
ド
」
研
究
開
発
責
任
者
（
平
成
二
年
九
月
ま
で
）

　
　
　
　
　
　
平
成
　
四
年
　
四
月
　
　
名
古
屋
大
学
名
誉
教
授

　
　
　
　
　
　
同
　
　
四
年
　
四
月
　
　
名
城
大
学
理
工
学
部
教
授

　
　
　
　
　
　
同
　
　
五
年
　
三
月
　
　
新
技
術
事
業
団
「G
aN

系
短
波
長
半
導
体
レ
ー
ザ
」
研
究
開
発
責
任
者
（
平
成
一
一
年
九
月
ま
で
）

　
　
　
　
　
　
同
　
　
七
年
　
四
月
　
　
北
海
道
大
学
量
子
界
面
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
研
究
セ
ン
タ
ー
客
員
教
授
（
平
成
八
年
三
月
ま
で
）

　
　
　
　
　
　
同
　
　
八
年
　
七
月
　
　
日
本
学
術
振
興
会
「
未
来
開
拓
学
術
研
究
推
進
事
業
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
リ
ー
ダ
ー
（
平
成
一
三
年
三
月

ま
で
）

　
　
　
　
　
　
同
　
　
八
年
　
七
月
　
　
文
部
省
「
名
城
大
学
ハ
イ
テ
ク
・
リ
サ
ー
チ
・
セ
ン
タ
ー
」
代
表
研
究
者
（
平
成
一
六
年
三
月
ま
で
）

　
　
　
　
　
　
同
　
一
三
年
　
四
月
　
　
名
古
屋
大
学
赤
﨑
記
念
研
究
セ
ン
タ
ー
リ
サ
ー
チ
・
フ
ェ
ロ
ー
（
現
在
に
至
る
）

　
　
　
　
　
　
同
　
一
六
年
一
二
月
　
　
名
古
屋
大
学
特
別
教
授
（
現
在
に
至
る
）

　
　
　
　
　
　
同
　
二
二
年
　
四
月
　
　
名
城
大
学
終
身
教
授

　
　
　
　
　
　
同
　
二
三
年
　
四
月
　
　
名
城
大
学
窒
化
物
半
導
体
基
盤
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー
長
（
現
在
に
至
る
）

二



工
学
博
士
赤
﨑
　
勇
氏
の
「
高
品
質G

aN

系

窒
化
物
半
導
体
単
結
晶
の
創
製
とp

-n

接
合

青
色
発
光
デ
バ
イ
ス
の
発
明
」に
対
す
る
授
賞

審
査
要
旨

　
赤
﨑
　
勇
氏
と
そ
の
グ
ル
ー
プ
の
研
究
は
、
現
在
、LE

D

照
明
な
ど
に
世
界

規
模
で
実
用
化
さ
れ
て
い
るG

aN

系
窒
化
物
半
導
体
材
料
と
デ
バ
イ
ス
の
研

究
・
開
発
の
出
発
点
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
る
。
要
約
す
る
と
、
低
温
堆
積
バ
ッ

フ
ァ
層
形
成
技
術
の
開
拓
に
よ
り
格
子
整
合
し
な
い
サ
フ
ァ
イ
ア
基
板
上
に
高

品
質
単
結
晶
の
成
長
に
成
功
（
一
九
八
六
年
）
し
、
従
来
不
可
能
と
さ
れ
て
い

たp

型
伝
導
の
実
現
とn

型
伝
導
度
制
御
の
達
成
（
一
九
八
九
年
）、p-n

接
合

青
色
発
光
ダ
イ
オ
ー
ド
を
実
現（
一
九
八
九
年
）、さ
ら
に
、レ
ー
ザ
ー
ダ
イ
オ
ー

ド
実
現
に
必
須
で
あ
る
室
温
誘
導
放
出
に
成
功
（
一
九
九
〇
年
）
し
た
こ
と
、

な
ど
で
あ
る
。

　
窒
化
物
半
導
体
に
関
す
る
研
究
は
困
難
を
極
め
、
一
九
七
〇
年
代
に
世
界
中

の
ほ
と
ん
ど
の
研
究
者
が
撤
退
し
て
い
っ
た
。
原
子
結
合
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
強
い

結
晶
材
料
の
た
め
、
成
長
自
体
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、
格
子
整
合
基
板
結
晶
の

不
在
な
ど
、
多
く
の
障
害
が
結
晶
品
質
の
進
展
を
阻
ん
で
い
た
た
め
で
あ
る
。

し
か
し
、
赤
﨑
氏
は
深
い
洞
察
と
強
い
信
念
に
基
づ
き
、
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
し

て
（
一
九
七
三
年
）
こ
の
未
到
の
半
導
体
に
挑
戦
し
続
け
た
。
幾
多
の
試
行
錯

誤
を
繰
り
返
し
、
結
晶
成
長
法
と
し
て
そ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
て
い
な

か
っ
たO

M
V
PE

法
（M

O
V
PE

法
、M

O
C
V
D

法
と
も
い
う
）
の
開
発
に
挑

戦
し
た
（
一
九
七
九
年
）。GaN

と
の
大
き
な
格
子
不
整
合
と
結
晶
構
造
の
違
い

に
起
因
す
る
重
大
な
諸
問
題
は
、
低
温
で
薄
く
堆
積
す
る
バ
ッ
フ
ァ
層
形
成
技

術
の
開
発
に
よ
り
克
服
し
、
一
九
八
六
年
に
格
段
に
高
品
質
のG

aN

単
結
晶

の
成
長
に
成
功
し
た
。
こ
の
研
究
に
お
け
る
最
大
の
山
場
を
突
破
し
た
。
同
氏

の
最
大
の
功
績
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
こ
の
成
功
が
次
の
ブ
レ
ー
ク
ス
ル
ー
で
も

あ
るG

aN

系
半
導
体
に
お
け
るp

型
伝
導
の
発
見
やn

型
伝
導
度
の
制
御
に

不
可
欠
で
あ
っ
た
。
特
にp

型
伝
導
に
つ
い
て
は
、
当
時
理
論
的
に
不
可
能
と

さ
え
言
わ
れ
て
い
た
に
も
拘
わ
ら
ず
赤
﨑
氏
は
信
念
を
持
っ
て
研
究
を
行
い
、

一
九
八
九
年
に
こ
の
通
説
を
覆
し
た
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
世
界
に
先
駆
け
る

画
期
的
成
果
で
あ
り
、
こ
れ
ら
が
引
き
金
と
な
っ
て
一
九
九
〇
年
代
初
頭
よ
り

多
く
の
半
導
体
研
究
者
・
研
究
機
関
が
雪
崩
を
打
っ
て
こ
の
分
野
に
参
入
し
て

き
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
氏
と
そ
の
グ
ル
ー
プ
は
窒
化
物
半
導
体
に
お
け
る
量

子
効
果
の
検
証
や
圧
電
効
果
に
よ
る
分
極
の
実
証
、
合
金
を
含
む
結
晶
の
さ
ら

な
る
高
品
質
化
技
術
の
開
発
等
、
材
料
科
学
の
研
究
に
お
い
て
も
常
に
先
導
的

な
立
場
を
維
持
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
科
学
技
術
は
、
青
色L

E
D

を

始
め
と
す
る
現
在
の
多
く
の
窒
化
物
半
導
体
デ
バ
イ
ス
の
製
造
技
術
の
ス
タ
ン

一
三



ダ
ー
ド
と
し
て
、
世
界
中
で
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
一
九
九
三
年
に
わ
が
国
の
企
業
がG

aN

系
半
導
体
に
よ
る
高
輝
度
の
青
色

発
光
ダ
イ
オ
ー
ド
の
量
産
化
を
発
表
し
、
世
界
的
な
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を
引
き

起
こ
し
た
。
こ
の
成
功
は
、
赤
﨑
氏
ら
の
基
礎
研
究
を
ベ
ー
ス
に
同
企
業
独
自

の
技
術
を
付
け
加
え
た
も
の
で
あ
り
、
同
氏
の
こ
の
分
野
に
お
け
る
先
駆
的
貢

献
な
し
に
は
語
れ
な
い
。
高
輝
度
青
色
発
光
ダ
イ
オ
ー
ド
の
発
表
以
後
二
〇
〇

二
年
ま
で
一
〇
年
間
の
、
赤
﨑
氏
の
国
際
会
議
等
で
の
基
調
講
演
・
招
待
講
演

が
一
四
〇
件
を
超
え
て
い
る
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
高
輝

度
青
色
発
光
ダ
イ
オ
ー
ド
、
そ
れ
を
ベ
ー
ス
と
す
るL
E
D

照
明
や
青
紫
レ
ー

ザ
ー
ダ
イ
オ
ー
ド
を
は
じ
め
、
超
高
周
波
ト
ラ
ン
ジ
ス
タ
な
ど
の
商
業
化
に
よ

り
、
赤
﨑
氏
の
研
究
業
績
が
改
め
て
再
認
識
さ
れ
て
い
る
。

　
未
到
の
半
導
体
材
料
、
特
に
ワ
イ
ド
ギ
ャ
ッ
プ
窒
化
物
半
導
体
を
デ
バ
イ
ス

ま
で
繋
げ
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
り
、G

aN

系
半
導
体
に
つ
い
て
は
、
上

記
の
よ
う
に
世
界
中
の
多
く
の
研
究
者
が
撤
退
す
る
な
か
、
赤
﨑
氏
は
挑
戦
を

続
け
、
デ
バ
イ
ス
化
に
必
須
の
要
素
技
術
の
ほ
と
ん
ど
全
て
を
達
成
す
る
と
と

も
に
、GaN

系
窒
化
物
半
導
体
に
お
け
る
量
子
効
果
な
ど
重
要
な
物
性
を
明
ら

か
に
し
、こ
れ
ま
で
に
七
〇
〇
編
以
上
に
お
よ
ぶ
多
く
の
優
れ
た
論
文
の
発
表
、

二
〇
〇
件
を
超
え
る
特
許
取
得
な
ど
の
業
績
を
挙
げ
、
国
内
外
の
多
く
の
著
名

な
賞
を
受
け
て
い
る
。
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